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ПРОГРАММЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ
 В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(МАГИСТРАТУРА) 

РАЗРАБОТАНО – рабочей группой кафедры  физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета
1 Область применения

Настоящие программы обязательны для обучающихся по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (квалификация - магистр) и профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего подготовку по указанной основной профессиональной  образовательной программе.

Настоящие программы применяются для разработки учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин и практик при реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (квалификация - магистр).

2 Нормативные ссылки

Программы практик разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» сентября 2017 г. № 959 (далее – ФГОС ВО); 

· Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры»;

· Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
3 Общие положения

3.1 Виды практик

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника предусмотрено проведение в процессе обучения следующих видов практик:

- учебные:

учебная практика по получению первичных  навыков научно-исследовательской работы;

 учебная практика, проектно-конструкторская;

- производственные:
производственная практика, научно-исследовательская работа;

производственная практика, проектно-конструкторская;

 производственная практика, преддипломная. 

Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим Положением о порядке проведения практик.

При реализации ОПОП Интегральная электроника и наноэлектроника направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроника физическим факультетом проводятся следующие практики:
	ОПОП

(направление)
	Виды практик
	Тип в соответствии с учебным планом
	Способ проведения (стационарная/выездная)
	Время проведения (курс, семестр)
	Трудоемкость,

ЗЕТ
	Форма промежуточной аттестации 
(зачет/
экзамен)

	Электроника и наноэлектроника
	Учебная
	Учебная практика  по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
	Стационарная, выездная
	1 курс,

1 семестр
	3
	зачет

	
	
	Учебная практика проектно-конструкторская
	Стационарная, выездная
	1 курс,

1 семестр
	3
	зачет

	
	Производственная
	Производственная практика, научно-исследовательская работа (распределенная)
	Стационарная, выездная
	1 курс,

 1 семестр
	6
	Зачет с оценкой

	
	
	
	
	1 курс,

 2 семестр
	7
	Зачет с оценкой

	
	
	
	
	2 курс,

 3 семестр
	9,25
	Зачет с оценкой

	
	
	Производственная практика, научно-исследовательская работа (концентр.)
	Стационарная, выездная
	2 курс,

 4 семестр
	19,75
	зачет

	
	
	Производственная практика, проектно-конструкторская
	Стационарная, выездная
	1 курс,

 2 семестр 
	3
	зачет 

	
	
	Производственная практика, преддипломная
	Стационарная, выездная
	2 курс,

 4 семестр
	6
	Зачет с оценкой


3.2 Общие требования к организации практик (по видам практик)

Согласно п.2.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура), практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы магистратуры.  Она представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Учебная практика по получению первичных навыков 
научно-исследовательской работы
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы имеет целью:  получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, знакомство с организацией научных исследований в лабораториях университета, профильных научно-исследовательских институтов, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения в рамках учебного плана; формирование  элементов общенаучных, социально-личностных компетенций;  приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способствующих успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», на основе изучения современного прикладного и специализированного программного обеспечения кафедры физики полупроводников и микроэлектроники и кафедры физики твердого тела и наноструктур.

Задачами учебной практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы являются: 

· ознакомление обучающихся с вычислительными мощностями университета, кафедры физики полупроводников и микроэлектроники и кафедры физики твердого тела и наноструктур;

· практическое освоение операционных систем и современных компьютерных оболочек;

· закрепление и расширение навыков использования пакетов прикладных программ;

· ознакомление со специализированными пакетами программ компьютерного моделирования и проектирования технологических процессов, приборов и систем микро- и наноэлектроники;

· создание и оформление отчетов с помощью пакета MS Office.

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов индикаторов их достижения:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий:

· ИД-2УК-1 Знает методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации;

· ИД-6УК-1 Владеет методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий;

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы:

· ИД-2ОПК-2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе методов математического моделирования;

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач:

· ИД-1ОПК-3 Знает принципы построения локальных и глобальных компьютерных сетей, основы Интернет-технологий, типовые процедуры применения проблемно-ориентированных прикладных программных средств в дисциплинах профессионального цикла и профессиональной сфере деятельности

· ИД-2ОПК-3 Умеет использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности научной и образовательной сфер деятельности;

ПКВо-1 Готов формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач:

· ИД-3ПКВо-1 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследования изделий микро- и наноэлектроники;

ПКВо-2 Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения:

· ИД-1ПКВо-2 Знает принципы проведения анализа полноценности и эффективности экспериментальных исследований.
Тип практики (ее наименование): учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
Способ проведения практики: стационарная, выездная

Форма проведения практики:  дискретная

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы  определяется исходя из предметной области и практических задач, поставленных перед студентами:
а) основная литература:

	№ п/п
	Источник

	1
	Физико-химия наночастиц, наноматериалов и наноструктур : учебное пособие / А.А. Барыбин, В.А. Бахтина, В.И. Томилин, Н.П. Томилина .— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011 .— 236 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-2396-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229593>.

	2
	Ушаков, Д. М. Введение в математические основы САПР: курс лекций [Электронный ресурс] / Ушаков Д. М. — Москва : ДМК Пресс, 2011 .— 208 с. — Книга из коллекции ДМК Пресс - Информатика .— ISBN 978-5-94074-500-6 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1311>.

	3
	Поляков, В. В. Биомедицинские нанотехнологии : учебное пособие / В.В. Поляков ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ; Инженерно-технологическая академия .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018 .— 130 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2864-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561230>.


б) дополнительная литература:

	№ п/п
	Источник

	1
	Курганский, С.И. Разработка проектов в среде САПР QUARTUS II. Часть 1. Основные этапы проектирования: учебно-методическое пособие / С.И. Курганский, О.И. Дубровский, Е.Р. Лихачев, М.Д. Манякин // Воронежский государственный университет. - Воронеж. - 2016. - 34 с. – URL : http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf

	2
	Боярский, М. В. Введение в технику эксперимента : лабораторный практикум / М.В. Боярский, Э.А. Анисимов ; ред. П. Г. Павловская ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет» .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014 .— 81 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8158-1420-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439135>.

	3
	Муромцев, Д. Ю. Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств : учебное пособие по курсовому проектированию. 1 / Д.Ю. Муромцев, О.А. Белоусов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013 .— 81 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1159-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277896>.

	4
	Манякин, М.Д. Программный пакет Wien2K. Часть 1. Моделирование электронной структуры кристаллов. Зонная структура и плотность состояний: учебно-методическое пособие / М.Д. Манякин, О.И. Дубровский, Е.Р. Лихачев, С.И. Курганский // Воронежский государственный университет. - Воронеж. - 2015- 48 с. – URL : http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf

	5
	Манякин, М.Д. Программный пакет Wien2K. Часть 2. Моделирование рентгеновских эмиссионных и абсорбционных спектров: учебно-методическое пособие / М.Д. Манякин, О.И. Дубровский, Е.Р. Лихачев, С.И. Курганский // Воронежский государственный университет. - Воронеж. - 2017- 31 с. – URL : http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-154.pdf

	6
	Поляков А.К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры / А.К. Поляков. – М.: Солон-Пресс, 2003. 320 с.

	7
	Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника : полный курс : учебник для студ. вузов, обуч. по специальности "Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров; под ред. О. П. Глудкина .— М. : Горячая линия-Телеком, 2007 .— 768 с.

	8
	Таненбаум Э. Современные операционные системы = Modern Operating Systems / Э. Таненбаум ; [пер. с англ. Н. Вильчинского, А. Лашкевича] . — Санкт-Петербург : Питер, 2015 .— 1115 с.

	9
	Мощенский А.В. Математические основы информатики / А.В. Мощенский, В.А. Мощенский .— Минск : БГУ, 2008 .— 154 с

	10
	Ускова О.Ф. Основы программирования : учебное пособие / О.Ф. Ускова, Н.А. Каплиева ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010 .— 265 с.

	11
	Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. вузов / Т.А. Павловская . — СПб. [и др.] : Питер, 2010 .— 460 с.

	12
	Орлов С.А. Теория и практика языков программирования  / С.А. Орлов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 .— 688 с.


в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

	1
	http://www.lib.vsu.ru – Зональная научная библиотека ВГУ

	2
	http://www.moodle.vsu.ru

	3
	https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека

	4
	https://lanbook.com – ЭБС «Лань»

	5
	https://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

	6
	www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks»


Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы проводится в форме контактной и самостоятельной работы. В начале практики обучающимся выдаются рекомендации по порядку прохождения практики, по выполнению заданий, по организации самостоятельной работы, по формированию и представлению отчетов.
В соответствии с конкретными решаемыми задачами обучающиеся используют:

√ развивающие проблемно-ориентированные технологии;

√ личностно-ориентированные технологии;

√ информационные технологии.

При организации учебной практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы используются следующие образовательные и профессионально-ориентированные технологии:

– информационно-коммуникационные технологии;

– информационные технологии:  компьютерные технологии, в том числе доступ в Интернет для получения профессиональной информации, представленной на сайтах отечественных и зарубежных компаний, занимающихся компьютеризацией исследований в области электроники и наноэлектроники; программные продукты, имеющиеся в учебных лабораториях кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, научных подразделениях физического  факультета и Центра коллективного пользования ВГУ;

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи);

– личностно ориентированные обучающие технологии, позволяющие выстраивать для студента индивидуальную образовательную траекторию на практике с учетом его научных интересов и профессиональных предпочтений; 

- использование технологий презентации и самопрезентации при представлении студентом итогов прохождения практики, определение студентом путей профессионального самосовершенствования;

– рефлексивные технологии, позволяющие практиканту осуществлять самоанализ научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов практики.
Для прохождения учебной  практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы используются:

- мультимедийный кабинет кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, оснащенной мультимедийным оборудованием (стационарный мультимедийный проектор Acer X125H, ноутбук emachines e510);

- лаборатория вычислительных систем и математического моделирования с лицензионным прикладным программным обеспечением и оснащенной   сервером на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. и  компьютерами Pentium Dual Core (10 шт.);

- вычислительные комплексы, лицензионное прикладное и специализированное программное обеспечение лаборатории компьютерных технологий, САПР и математического моделирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Pentium Intel Core i7 (6 шт.), Pentium Intel Core Duo (6 шт.). 

Для подготовки отчётов и презентаций по результатам прохождения учебной практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы могут быть использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и электронно-библиотечная система (электронная библиотека) Воронежского государственного университета.

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 3 з.е.; практика проводится на 1 курсе в 1 семестре в течение  2 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется  руководителем учебной  практики. 

В конце учебной  практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы студент обязан оформить отчет (Приложение В) и сдать его на проверку руководителю от кафедры. Объём отчета  10-15 страниц формата А4,   включая иллюстрации.  Руководитель составляет отзыв с оценкой работы студента.  Защита отчета происходит на студенческой конференции. Студент готовит доклад с презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин.

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам учебной  практики по получению первичных навыков научно-исследовательской работы. 

При определении оценки учитываются следующие показатели:

- уровень профессиональной подготовки;

- качество и своевременность  выполнения профессиональных задач по практике;

- содержание и качество оформления отчета;

- ответы на вопросы;

- характеристика работы студента руководителем практики.

Уровень профессионализма (профессиональные знания, умения, навыки и компетенции) оценивается по следующим показателям:

- умение формулировать цели  исследований;

- адекватное применение физико-математического аппарата для решения поставленных задач;

- адекватная рефлексия выполняемой практической деятельности.

При прохождении практики студент должен выполнять организационные и дисциплинарные требования:

- посещение занятий и консультаций руководителя практики;

- полнота и своевременность реализации программы практики;

- своевременное предоставлении отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

Критерии оценки работы студентов на учебной  практике по получению первичных навыков научно-исследовательской работы:

- оценка «зачтено» выставляется при соответствии работы студентов всем вышеуказанным показателям. Компетенции в целом сформированы. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих ОПОП;

- оценка «незачтено» выставляется в случае несоответствия работы студента всем требуемым показателям, неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой учебной практики.

Учебная практика, проектно-конструкторская

Учебная практика, проектно-конструкторская имеет целью:  получение профессиональных умений и навыков проектно-конструкторской деятельности, приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способствующих успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на последующих курсах в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» на основе изучения современного прикладного и специализированного программного обеспечения кафедры физики полупроводников и микроэлектроники.

Задачами учебной практики, проектно-конструкторской являются: 

проектно-конструкторская деятельность:

· анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;

· математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования;

· участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств;

· подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов.

Тип практики (ее наименование): учебная, проектно-конструкторская 
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретная.

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов индикаторов их достижения:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий:

· ИД-2УК-1 Знает методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации;

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

· ИД-1УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта;

· ИД-2УК-2 Знает методы разработки и управления проектами.

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач:

· ИД-3ОПК-3  Владеет методами математического моделирования приборов и технологических процессов с использованием современных информационных технологий;

ПКВо-3 Способен анализировать состояние научно-технической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников:
· ИД-3ПКВо-3 Владеет навыками конструирования изделий микро- и наноэлектроники;
ПКВо-4 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями:
· ИД-1ПКВо-4 Знает нормативные требования к разработке проектно-конструкторской документации.
Базой практики является лабораторный фонд кафедр физики полупроводников и микроэлектроники и физики твердого теля и наноструктур физического факультета университета по приборно-технологическому и топологическому проектированию современных изделий электронной техники. 

Научно-производственные технологии, используемые на производственной практике, проектно-конструкторской:

- методы приборно-технологического и схемотехнического проектирования изделий электронной техники;

- компьютерные технологии приборно-технологического и схемотехнического проектирования изделий электронной техники в среде САПР TCAD.

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики, проектно-конструкторской определяется исходя из предметной области и практических задач, поставленных перед студентами:

а) основная литература:

1. Бубенников А. Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и схем : [учебное пособие] / А. Н. Бубенников .— М. : Высш. шк., 1989 .— 319 с.Бубенников А.Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и интегральных схем / А.Н. Бубенников. - М.: Высш. шк., 1989. - 320 с.

2. Бубенников А.Н. Физико-технологическое проектирование биполярных элементов кремниевых БИС / А.Н. Бубенников, А.Д. Садовников. – М. : Радио и связь, 1991. – 288 с.

3. Казеннов Г. Г. Основы проектирования интегральных схем и систем /  Г. Г. Казеннов - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 295 с.

4. Королев М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 1. Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование / М.А. Королев, Т.Ю. Крупкина, М.А. Ревелева. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 397 с.

5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов / И.П.Степаненко. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.

6. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 2. Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования / М.А. Королев [и др.]. – М. : Бином. Лаборатория знаний,  2009. –  422 с.

б) дополнительная литература:

1. Автоматизация проектирования БИС / Под ред. Г. Г. Казеннова .— М. : Высшая школа, 1990-. Кн. 1: Принципы и методология построения САПР БИС .— 1990 .— 139  c.

2. Автоматизация проектирования БИС / Под ред. Г. Г. Казеннова .— М. : Высшая школа, 1990-.Кн. 4: Топологическое проектирование нерегулярных БИС .— 1990 .—109 c.

3. Моделирование полевых полупроводниковых приборов в САПР ISE TCAD : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т; сост.: В.В. Асессоров, Г.В. Быкадорова, А.Ю. Ткачев .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2007 .— 27 с.

4. Основы работы в среде приборно-технологической САПР ISE TCAD : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : В.В. Асессоров [и др.] — Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006 .— 61 с.

5. Технология СБИС: В 2-х кн. / Под ред Зи С. -  М.: Мир, 1986. -  Кн.1. - 404 с.; Кн.2.- 416 с.

6. Чурилов А.Б. Введение в наноэлектронику / А.Б. Чурилов. – Ярославль: 2002. – 288с.

 в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

1. Официальный сайт компании Synopsys. – <http://synopsys.com/>.
2. Физика МДП приборов. Электронное пособие. - <http://sbis.karelia.ru/ ~ivash/MOPT_b/index.html>.

3. Computer Aids for VLSI Design. - <URL: http://www.rulabinsky.com/cavd/>.

Общая трудоемкость учебной практики, проектно-конструкторской 3 з.е.; практика проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение  2 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется  руководителем учебной  практики от кафедры физики полупроводников и микроэлектроники. 

В конце учебной  практики, проектно-конструкторской студент обязан оформить отчет (Приложение В) и сдать его на проверку руководителю от кафедры. Объём отчета  10-15 страниц формата А4,  включая иллюстрации.  Руководитель составляет отзыв с оценкой работы студента.  Защита отчета происходит на студенческой конференции. Студент готовит доклад с презентацией о проделанной работе продолжительностью        5 мин.

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам учебной  практики, проектно-конструкторской. 

При определении оценки учитываются следующие показатели:

- уровень профессиональной подготовки;

- качество и своевременность  выполнения профессиональных задач по практике;

- содержание и качество оформления отчета;

- ответы на вопросы;

- характеристика работы студента руководителем практики.

Уровень профессионализма (профессиональные знания, умения, навыки и компетенции) оценивается по следующим показателям:

- умение формулировать цели  исследований;

- адекватное применение физико-математического аппарата для решения поставленных задач;

- адекватная рефлексия выполняемой практической деятельности.

При прохождении практики студент должен выполнять организационные и дисциплинарные требования:

- посещение занятий и консультаций руководителя практики;

- полнота и своевременность реализации программы практики;

- своевременное предоставлении отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

Критерии оценки работы студентов на учебной  практике, проектно-конструкторской:

- оценка «зачтено» выставляется при соответствии работы студентов всем вышеуказанным показателям. Компетенции в целом сформированы. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих ОПОП;

- оценка «незачтено» выставляется в случае несоответствия работы студента всем требуемым показателям, неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой учебной практики.

Производственная практика, научно-исследовательская работа
Производственная практика, научно-исследовательская работа является первым звеном в цикле производственных практик. Задачами научно-исследовательской работы являются: освоение технологических процессов и технологического оборудования; закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Индивидуальные задания на научно-исследовательскую работу должны быть направлены на подготовку магистра, способного решать следующие профессиональные задачи в соответствии с направленностью образовательной программы магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

· разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;

· сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;

· разработка методики и проведение исследований и измерений параметров и характеристик изделий электронной техники, анализ их результатов;

· использование физических эффектов при разработке новых методов исследований и изготовлении макетов измерительных систем;

· разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование исследуемых физических процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к профессиональной сфере;
· подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по результатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные конференции и семинары;

· фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;

· анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;

· определение цели, постановка задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготовка технических заданий на выполнение проектных работ;

· проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с учетом заданных требований;

· разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями.

· подготовка и составление обзоров, отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах.

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов индикаторов их достижения:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий:

· ИД-1УК-1 Знает методы системного и критического анализа;

· ИД-2УК-1 Знает методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации;

· ИД-3УК-1 Умеет применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;

· ИД-4УК-1 Умеет разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации;

· ИД-5УК-1 Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;

· ИД-6УК-1 Владеет методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий;

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели:

· ИД-1УК-3 Знает методики формирования команд; 

· ИД-2УК-3Знает методы эффективного руководства коллективами; 

· ИД-3УК-3Знает основные теории лидерства и стили руководства;

· ИД-4УК-3 Умеет разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта;

· ИД-5УК-3 Умеет сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели 

· ИД-6УК-3 Умеет разрабатывать командную стратегию;

· ИД-7УК-3 Умеет применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели;

· ИД-8УК-3 Владеет умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели

· ИД-9УК-3 Владеет методами организации и управления коллективом;
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия:

· ИД-1УК-4 Знает правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации;

· ИД-2УК-4  Знает современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках;

· ИД-3УК-4  Знает существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия;

· ИД-4УК-4 Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия;

· ИД-5УК-4 Владеет методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий;

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы:

· ИД-2ОПК-2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе методов математического моделирования;

· ИД-3ОПК-2 Владеет навыками методологического анализа научного исследования и его результатов;

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач:

· ИД-2ОПК-3 Умеет использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности научной и образовательной сфер деятельности;

ОПК-4 Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач:

· ИД-2ОПК-4 Умеет осуществлять выбор наиболее оптимальных прикладных программных пакетов для решения соответствующих задач научной и образовательной деятельности;

ПКВо-1 Готов формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач:
· ИД-3ПКВо-1 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследования изделий микро- и наноэлектроники;
ПКВо-2 Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения:
· ИД-1ПКВо-2 Знает принципы проведения анализа полноценности и эффективности экспериментальных исследований;
· ИД-2ПКВо-2 Умеет подготавливать научные публикации на основе результатов исследований;
ПКВ-2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования и обеспечивать их программную реализацию:

· ИД-1ПКВ-2 Знает методы разработки эффективных алгоритмов решения научно-исследовательских задач;

· ИД-2ПКВ-2 Умеет использовать алгоритмы решения исследовательских задач с применением современных языков программирования.
Тип практики (ее наименование): производственная, научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: дискретная.

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной технологической практики определяется исходя из предметной области и практических задач, поставленных перед студентами:

а) основная литература:

1.  Бубенников А. Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и схем : [учебное пособие] / А. Н. Бубенников .— М. : Высш. шк., 1989 .— 319 с.

2. Бубенников А.Н. Физико-технологическое проектирование биполярных элементов кремниевых БИС / А. Н. Бубенников, А. Д. Садовников .— М. : Радио и связь, 1991 .— 287 с.

3. Барыбин А.А. Физико-технологические основы электроники : Учебник / А.А.Барыбин, В.Г.Сидоров ; Под общ. ред. А.А.Барыбина .— СПб. : Лань, 2006 .— 268 с.

4. Герасименко Н.Н. Кремний - материал наноэлектроники : учебное пособие / Н. Герасименко, Ю. Пархоменко .— М. : Техносфера, 2007 .— 351 с.

5. Пасынков В.В. Материалы электронной техники : Учебник для студ.вузов / В.В. Пасынков, В.С. Сорокин .— СПб. : Лань, 2001 .— 366 с.

6. Королев М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 1. Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование / М.А. Королев, Т.Ю. Крупкина, М.А. Ревелева. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 397 с.

7. Курносов А.И., Юдин В.В. Технология производства полупроводни ковых приборов и интегральных схем / А.И. Курносов, В.В. Юдин. - М.: Высш. шк., 1986. - 388 с.

8. Просолович В.С. Основы современных технологических процессов : курс лекций / В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский, Д.И. Бринкевич .— Минск : БГУ, 2011 .— 134 с.

9. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. 210100 "Электроника и микроэлектроника" / В.И. Старосельский .— М. : Юрайт, 2011 .— 463 с.

10. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов / И.П.Степаненко. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.

11.Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических приборов : Учебник для вузов / Ю.М. Таиров, В.Ф.Цветков . — СПб. : Лань, 2002 .— 422 c.

12. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 2. Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования / М.А. Королев [и др.]. – М. : Бином. Лаборатория знаний,  2009. –  422 с.

13. Технология СБИС: В 2-х кн. / Под ред. Зи С. - М.: Мир, 1986. -  Кн.1. - 404 с.; Кн.2. - 416 с.

14. Тилл У. Интегральные схемы: материалы, приборы, изготовление / У. Тилл,  Дж. Лаксон . – М. : Мир, 1985. – 504 с.

15. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств : учебник для студ. вузов / Н.К. Юрков .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014 .— 474 с.

б) дополнительная литература:

1. Автоматизация управления и проектирования в электронной промышленности / Ю.К. Фортинский [и др.] ; М-во обороны РФ, Упр. развития электронной компонент. базы, Науч.-исслед. ин-т электрон. техники, Воронежс. гос. лесотехн. акад. — Воронеж : Воронежский государственный университет, 2008 .— 274 с.

2. Базовые лекции по электронике : (в 2 т.) : сборник / под общ. ред. В.М. Пролейко. — Москва : Техносфера, 2009 .— Т. 2: Твердотельная электроника .— 607 с.

 3. Балашов, Юрий Степанович. Сборочные операции и их контроль в микроэлектронике : Учеб. пособие  / Ю. С. Балашов, В. В. Зенин, Ю. Е. Сегал; Воронеж. гос. техн. ун-т .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. техн. ун-та, 1999 .— 160 с. 

4. Горлов М.И. Диагностика в современной микроэлектронике / М.И. Горлов, В.А. Емельянов, Д.Ю. Смирнов .— Минск : Интегралполиграф, 2011 .— 375 с.

5. Дрейзин В.Э. Управление качеством электронных средств : учебное пособие для студ. вузов / В.Э. Дрейзин, А.В. Кочура .— М. : Академия, 2010 .— 284 с.

6. Зиновьев Г.С. Силовая электроника : учебное пособие длямагистров : [учебное пособие для студ. специальности "Промышл. электроника"] / Г.С. Зиновьев ; Новосибирский гос. техн. ун-т .— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 667 с.

7. Комаров Ф.Ф. Ионная имплантация диэлектриков / Ф.Ф. Комаров, А.В. Леонтьев .— Минск : БГУ, 2010 .— 190 с.

8. Марголин В.И. Физические основы микроэлектроники : учебник для студ. вузов / В.И. Марголин, В.А. Жабрев, В.А. Тупик .— М. : Академия, 2008 .— 398 с.

9. Нанотехнология в ближайшее десятилетие / Под ред. А.Н. Андриевского. – М.: Мир, 2002. – 320 с. 

10. Парфенова Е.Л. Физические основы микро- и наноэлектроники : учебное пособие / Е.Л. Парфенова, Л.А. Терентьева, М.Г. Хусаинов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2012.— 234 с.

11. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : Учебник для вузов / В.В.Пасынков, Л.К.Чиркин .— СПб. : Лань, 2006 .— 478 с.

12. Тенденции в развитии электроники и электронной промышленности : курс лекций / В.Б. Оджаев [и др.] .— Минск : БГУ, 2010 .— 262 с. 

13. Томилин В.И. Физико-химические основы технологии электронных средств : учебник для студ. вузов / В.И. Томилин .— М. : Академия, 2010 .— 409 с.

14. Чурилов А.Б. Введение в наноэлектронику / А.Б. Чурилов. – Ярославль: 2002. – 288с.

15. Шишкин Г.Г. Электроника : учебник длямагистров : / Г.Г. Шишкин, А.Г. Шишкин ; Моск. авиац. ин-т (Нац. исслед. ун-т) , Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 703 с.

16. Физические основы технологии микроэлектроники : Учебное пособие / А.П. Бурмаков, П.И. Гайдук, Ф.Ф. Комаров, А.В. Леонтьев .— Минск : БГУ, 2002 .— 194 с.

17. Физические измерения в микроэлектронике / В.А. Пилипенко, В.Н. Пономарь, В.А. Горушко, А.А. Солонинко .— Минск : БГУ, 2003 .— 168 с.

18. Энциклопедия технологии полупроводниковых материалов : [в 2 т.] / под ред. К.А. Джексона и В. Шретера .— Воронеж : Водолей, 2004. - Т.2: Технологические процессы / пер. с англ. под ред. Э.П. Домашевской .— 2011 .— 908 с.

19. Ямпурин Н.П. Основы надежности электронных средств : учебное пособие для студ. вузов / Н.П. Ямпурин, А.В. Баранова ; под ред. Н.П. Ямпурина .— М. : Академия, 2010 .— 237 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

	1.
	http://www.lib.vsu.ru – Зональная научная библиотека ВГУ

	2.
	http://www.intuit.ru -  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

	3.
	Научная электронная библиотека elibrary.ru

	4.
	Амиров И.И., Изюмов М.О., Морозов О.В. Плазмохимические процессы травления и осаждения материалов микроэлектроники в реакторе. - <http://www.isuct.ru/istapc2005/proc/6-15.pdf>.

	5. 
	Плазменные технологии в микроэлектронике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 курса днев. отд-ния физ. фак., обуч. по направлению подготовкимагистров ; для направлений: 210100 - Электроника и микроэлектроника, 011800 - Радиофизика (профиль подготовки - Микроэлектроники и полупроводниковые приборы)]. Ч. 1. Плазмохимическое травление материалов электронной техники / Воронеж. гос. ун-т ; [сост. Л.Н. Владимирова и др.] .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-105.pdf>.

	6.
	Плазменные технологии в микроэлектронике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 курса днев. отд-ния физ. фак., обуч. по направлению подготовкимагистров ; для направлений: 210100 - Электроника и микроэлектроника, 011800 - Радиофизика (профиль подготовки - Микроэлектроники и полупроводниковые приборы)]. Ч. 2. Особенности радикального травления полупроводниковых материалов в галогенсодержащей плазме / Воронеж. гос. ун-т ; [сост. : Л.Н. Владимирова и др.] .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-103.pdf>.

	7.
	Плазменные технологии в микроэлектронике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 курса днев. отд-ния физ. фак., обуч. по направлению подготовкимагистров ; для направлений: 210100 - Электроника и микроэлектроника, 011800 - Радиофизика (профиль подготовки - Микроэлектроники и полупроводниковые приборы)]. Ч. 3. Кинетика процессов реактивного ионно-плазменного травления полупроводников в галогенсодержащей плазме / Воронеж. гос. ун-т ; [сост. : Владимирова и др.] .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-104.pdf>.

	8.
	Плазменные технологии в микроэлектронике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 курса днев. отд-ния физ. фак., обуч. по направлению подготовкимагистров ; для направлений: 210100 - Электроника и микроэлектроника, 011800 - Радиофизика (профиль подготовки - Микроэлектроники и полупроводниковые приборы)]. Ч. 4. Определение энергии активации процесса плазмохимического травления / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : И.В. Коняев, Ю.И. Дикарев, Л.Н. Владимирова .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-85.pdf>.

	9.
	Технологии твердотельной электроники : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 и 4 курсов физ. фак. специальностей: 010803 - Микроэлектроника и полупроводниковые приборы, 210100 - Электроника и наноэлектроника]. Ч. 1. Получение p-n переходов: технология и оборудование / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : Е.С. Машкина, Е.Н. Бормонтов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 .— 46 с. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-64.pdf>.

	10.
	Литографические процессы в технологии твердотельной электроники = [для самостоят. работы студ. 3 и 4 курсов физ. фак. специальностей: 010803 - Микроэлектроника и полупроводниковые приборы, 210100 - Электроника и наноэлектроника] : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Е.С. Машкина, Е.Н. Бормонтов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 .— 36 с.
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-89.pdf>.


При выполнении  научно-исследовательской работы используются следующие образовательные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии:

– информационно-коммуникационные технологии;

– информационные технологии:  компьютерные технологии, в том числе доступ в Интернет для получения профессиональной информации, представленной на сайтах отечественных и зарубежных компаний, занимающихся компьютеризацией научных исследований в области электроники и наноэлектроники; программные продукты, имеющиеся в учебных лабораториях кафедры физики полупроводников и микроэлектроники, научных подразделениях физического  факультета и Центра коллективного пользования ВГУ;

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; метод творческого поиска решений;  методология системного анализа);

– личностно ориентированные обучающие технологии, позволяющие выстраивать для студента индивидуальную образовательную траекторию при выполнении НИР с учетом его научных интересов и профессиональных предпочтений; 

- использование технологий презентации и самопрезентации при представлении студентом итогов НИР, определение студентом путей профессионального самосовершенствования;

– рефлексивные технологии, позволяющие практиканту осуществлять самоанализ научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов НИР.
Базами для выполнения  научно-исследовательских работ являются:

-  лабораторный фонд кафедр физики полупроводников и микроэлектроники и физики твердого теля и наноструктур по моделированию и  приборно-технологическому проектированию современных изделий электронной техники;

- научно-исследовательские  подразделения физического факультета;

-  лаборатории Центра коллективного пользования ВГУ;

- профильные предприятия и организации. 

Календарное время выполнения научно-исследовательской работы:

1 курс, 1 семестр – научно-исследовательская работа (216 ч, 6 ЗЕТ, 4 нед.);

1 курс, 2 семестр – научно-исследовательская работа (252 ч, 7 ЗЕТ, 4 2/3 нед.);

2 курс, 3 семестр – научно-исследовательская работа  (333 ч, 9,25 ЗЕТ, 6 1/6 нед.).

2 курс, 4 семестр – научно-исследовательская работа  (711 ч, 19,75 ЗЕТ, 14 1/6 нед.).

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится по итогам научно-исследовательской работы на выпускающей кафедре физики полупроводников и микроэлектроники при участии заведующего кафедрой в 1, 2, 3 и 4 семестрах 1 и 2 курсов, на основании: 

- подготовленного студентом литературного обзора по тематике предполагаемой выпускной квалификационной работы (объём – 20-30 страниц, список литературы – 35-40 наименований), оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, за подписью руководителя НИР;

- подготовленного студентом части экспериментального практического или теоретического расчетного исследования по тематике выпускной квалификационной работы (объём – 20-30 страниц), оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, за подписью руководителя практики.

По итогам промежуточной аттестации в 1, 2 и 3  семестрах в форме зачета с оценкой выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Кафедра решает при прохождении НИР следующие организационные вопросы:

1. Контролирует обеспечение условий труда студентов.

2. Осуществляет организационное и методическое руководство НИР студентов и контроль ее проведения, в т.ч. готовит приказ о зачислении студентов на научно-исследовательскую работу. 

3. Проводит инструктаж по технике безопасности.

4. Контролирует выполнение плана прохождения НИР.

5. Составляет итоговый отчет о прохождении студентами НИР для обсуждения его на заседании кафедры, заполняет ведомость.

Консультации в учебном заведении проводятся руководителем НИР от кафедры во внерабочее время студента-практиканта.

Руководи​тель обязан оценить следующие приобретенные и проявленные профессиональные качества студента:

· дисциплинированность;

· добросовестность и исполнительность в работе;

· коммуникабельность;

· нестандартность в поиске и принятии решения.

Руководитель принимает отчет по НИР и выставляет итоговую оценку. 

За время выполнения научных исследований студенты самостоятельно выполняют задания, предусмотренные программой НИР. Студенты-практиканты осуществляют сбор, систематизацию, обработку и анализ литературных данных и материалов по тематике научно-исследовательской работы. 

Студенты должны в полном объеме выполнить все задания, содержащиеся в программе НИР, подготовить текстовый и графический материал для выпускной квалификационной работы. 

Результатом прохождения НИР является подготовка и защита отчета. 

Студент в период  выполнения научно-исследовательской работы обязан:

1. Являться на место выполнения НИР в установленные сроки. 

2. Соблюдать трудовую дисциплину и выполнять все правила внутреннего распорядка в лабораториях и аудиториях.

3. Заниматься сбором, систематизацией, обработкой и оформлением материалов, необходимых для составления отчета о выполнении НИР. 

4. По окончании выполнения НИР оформить в соответствии с предъявляемыми требованиями и своевременно сдать на кафедру отчет о выполнении НИР. 

Рекомендуемая последовательность размещения материала в отчете:

· титульный лист (Приложение);

· содержание;

· введение;

· аналитическая часть с разбивкой на главы и разделы;

· заключение;

· список использованных источников;

· приложения.

Отчет отражает проделанную во время выполнения НИР и должен содержать соответствующее число страниц машинописного текста формата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал полуторный. В заголовках таблиц, названиях рисунков допускается одинарный межстрочный интервал. Отступы (поля) сверху и снизу страницы по 20 мм. Отступ справа 10 мм, слева 25 мм.

Заголовки отделяют от текста двумя интервалами. Название разделов (заголовки) печатают прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Таблицы подписываются сверху, а рисунки – снизу. Ссылки на таблицы, рисунки и приложения в тексте обязательны. Нумерация рисунков и таблиц сквозная (1, 2, 3 и т.д.) или по разделам (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Страницы нумеруют от титульного листа до последнего. Номер на титульном листе не проставляется. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в нижней части страниц по центру. Абзацный отступ автоматический (1,25 см). Текст выравнивается по ширине, а заголовки – по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Список использованной литературы включает перечень источников, в том числе научной и учебной литературы, периодических изданий, изданий на иностранных языках, адреса интернет-сайтов. В основном тексте отчета по практике и приложениях обязательны ссылки на все использованные источники. Список рекомендуемой литературы оформляется по ГОСТ 7.1. – 2003 Приложения  оформляются в форме схем, таблиц, рисунков, диаграмм и др. Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, рекомендуется  внести в приложения.

Отчет должен быть сброшюрован. 

В отчете о выполнении НИР освещается вся выполненная работа. Во время выполнения научно-исследовательской работы студент должен творчески и научно обоснованно подходить к изучению, разработке и решению поставленных задач. Рекомендуется постоянно консультироваться в процессе работы с руководителями НИР от университета.

Все работы, начатые и проводимые студентом в ходе выполнения НИР, должны быть полностью завершены. 

При выполнении НИР студент должен выполнить следующие основные виды работ:

· изучить  патентные и литературные источники за последние 5-10 лет;

· освоить методы исследования и проведения экспериментальных работ;

· проанализировать и обосновать выбор физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;

· проанализировать и обосновать выбор методов анализа и статистической обработки экспериментальных данных;

· разработать специализированные программные продукты для проведения моделирования изучаемых процессов, относящихся к профессиональной сфере деятельности;

· провести теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач.

Промежуточная аттестация осуществляется индивидуальными руководителями научно-исследовательской работы от кафедры.

В конце  студент обязан оформить отчет и сдать его на проверку руководителю научно-исследовательской работы от кафедры.  Защиты отчета по НИР происходит на студенческой конференции с участием ведущих преподавателей кафедры. Студент готовит доклад с презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин.

Дифференцированный зачет (с оценкой) выставляется на основании следующих показателей выполнения индивидуального плана научно-исследовательской работы.

1. Систематичность работы студента в период НИР, степень его ответственности в ходе выполнения всех видов профессиональной научно-исследовательской деятельности:

– регулярное и своевременное выполнение научно-исследовательской работы, запланированной студентом на период НИР;

– профессионально грамотное составление программы научного исследования: подбор методов его проведения и обработка полученных данных с использованием математического аппарата, ее соответствие поставленным задачам; 

- обсуждение, грамотное формулирование выводов, корректное представление результатов исследования;

– отсутствие срывов в установленных сроках выполнения плана в целом и отдельных запланированных видов работы.

2. Уровень профессионализма (профессиональные качества, знания, умения, навыки и компетенции), демонстрируемый студентом-практикантом:

– умение выделять и формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности в их взаимосвязи;

– адекватное применение базовых и профессиональных знаний на практике.

3. Соблюдение организационных и дисциплинарных требований, предъявляемых к студенту-практиканту:

– посещение установочного и заключительного занятий;

– посещение студентом консультаций индивидуального руководителя в ходе НИР;

– полнота и своевременность реализации индивидуального плана практики;

– своевременное предоставление отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

Дифференцированный зачет (с оценкой) по итогам научно-исследовательской работы выставляется студентам индивидуальным руководителем НИР от кафедры после проверки их отчетной документации.

Критерии оценки научно-исследовательской работы студентов:

– оценка «отлично» выставляется при полном соответствии работы студента всем трем вышеуказанным показателям. Соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематически, в полном объеме. Данный уровень превосходит, по крайней мере, по одному из перечисленных выше показателей повышенный (продвинутый) уровень;

– оценка «хорошо» выставляется в случае, если работа студента в ходе выполнения НИР не соответствует одному из перечисленных показателей или в случае предоставления отчетной документации позже установленного срока. Соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированности компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фрагментарно, не в полном объеме. Данный уровень превосходит, по крайней мере, по одному из перечисленных выше показателей пороговый (базовый) уровень;

– оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если работа студента в ходе выполнения НИР не соответствует любым двум из перечисленных показателей. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются ситуативно, частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих основную образовательную программу;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия работы студента всем трем показателям, его неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой НИР.

Критерии оценки работы студентов при выполнении НИР в 4 семестре:

- оценка «зачтено» выставляется при соответствии работы студентов всем вышеуказанным показателям. Компетенции в целом сформированы. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих ОПОП;

- оценка «незачтено» выставляется в случае несоответствия работы студента всем требуемым показателям, неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой учебной практики.

Факт невыполнения требований, предъявляемых к студенту во время практики и отраженных в вышеперечисленных критериях, фиксируется вместе с рекомендуемой оценкой в отзыве руководителя от кафедры.

Если студент не выполняет план научно-исследовательской работы в установленном программой объеме и в сроки, определенные графиком учебного процесса, он не допускается к дифференцированному зачету (с оценкой) по данному виду учебной работы. Если студент получает неудовлетворительную оценку, он обязан пройти данный вид практики повторно в полном объеме в текущем семестре.

При определении оценки учитываются следующие показатели:

- уровень профессиональной подготовки;

- качество и своевременность  выполнения профессиональных задач по практике;

- содержание и качество оформления отчета;

- ответы на вопросы;

- характеристика работы студента руководителем практики.

Уровень профессионализма (профессиональные знания, умения, навыки и компетенции) оценивается по следующим показателям:

- умение формулировать цели  исследований;

- адекватное применение физико-математического аппарата для решения поставленных задач;

- адекватная рефлексия выполняемой практической деятельности.

При прохождении практики студент должен выполнять организационные и дисциплинарные требования:

- посещение занятий и консультаций руководителя практики;

- полнота и своевременность реализации программы практики;

- своевременное предоставлении отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

При оценке работы студентов во время выполнения НИР используются следующие критерии:

- уровень профессиональной подготовки;

- качество выполнения профессиональных задач по практике;

- содержание и качество оформления отчета (приложения В, Г);

- ответы на вопросы;

- характеристика работы студента руководителями практики от учебного заведения (приложение Д) и от базы практики (приложение Е).

Производственная практика, проектно-конструкторская

Производственная практика, проектно-конструкторская направлена на подготовку к проектно-конструкторской работе как основному виду деятельности выпускника направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроники по профилю подготовки Интегральная электроника и наноэлектроника. Основной задачей данного вида практики является расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения с привлечением методов моделирования и специализированного программного обеспечения. Целью производственной практики, проектно-конструкторской является: освоение проектно-конструкторской деятельности; закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики, проектно-конструкторской являются: 

проектно-конструкторская деятельность:

· анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;

· определение цели, постановка задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготовка технических заданий на выполнение проектных работ;

· проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с учетом заданных требований;

· разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями.

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

· ИД-1УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта;

· ИД-2УК-2 Знает этапы разработки и реализации проекта;

· ИД-3УК-2 Знает методы разработки и управления проектами;

· ИД-4УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ;

· ИД-5УК-2 Умеет объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;

· ИД-6УК-2 Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

· ИД-7УК-2 Владеет  методиками разработки и управления проектом;

· ИД-8УК-2 Владеет  методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта;
ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора:

· ИД-2ОПК-1 Умеет использовать передовой отечественный и зарубежный опыт в профессиональной сфере деятельности;

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы:

· ИД-2ОПК-2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе методов математического моделирования;

· ИД-3ОПК-2 Владеет навыками методологического анализа научного исследования и его результатов;

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач:

· ИД-2ОПК-3 Умеет использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности научной и образовательной сфер деятельности;

ОПК-4 Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач:

· ИД-1ОПК-4 Знает методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы с использованием систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств;

· ИД-3ОПК-4 Владеет современными программными средствами (CAD) моделирования, оптимального проектирования и конструирования приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

ПКВо-1 Готов формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач:

· ИД-2ПКВо-1 Умеет рассчитывать предельно-допустимые и предельные режимы работы изделий микро- и наноэлектроники

ПКВо-2 Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения:

· ИД-1ПКВо-2 Знает принципы проведения анализа полноценности и эффективности экспериментальных исследований

· ИД-2ПКВо-2 Умеет подготавливать научные публикации на основе результатов исследований

· ИД-3ПКВо-2 Владеет навыками подготовки заявок на изобретения;

ПКВо-3 Способен анализировать состояние научно-технической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников:

· ИД-1ПКВо-3 Знает современные технические требования к выбору конструктивно-технологического базиса изделий микро- и наноэлектроники;

· ИД-2ПКВо-3  Умеет анализировать литературные и патентные источники при разработке изделий микро- и наноэлектроники;

· ИД-3ПКВо-3 Владеет навыками конструирования изделий микро- и наноэлектроники;
ПКВо-4 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями:
· ИД-1ПКВо-4  Знает нормативные требования к разработке проектно-конструкторской документации;

· ИД-2ПКВо-4  Умеет использовать стандарты и нормативные требования при разработке документации;

· ИД-3ПКВо-4 Владеет навыками выпуска документации для организации серийного выпуска изделий;
ПКВ-3 Готов определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ:

· ИД-1ПКВ-3 Знает схемы и устройства изделий микро- и наноэлектроники различного функционального назначения

· ИД-2ПКВ-3 Умеет подготавливать технические задания на выполнение проектных работ

· ИД-3ПКВ-3 Владеет навыками разработки архитектуры изделий микро- и наноэлектроники 

ПКВ-4 Способен проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований:

· ИД-1ПКВ-4  Знает принципы подготовки технических заданий на современные электронные устройства;

· ИД-2ПКВ-4  Умеет разрабатывать приборы и системы электронной техники.
Тип практики (ее наименование): производственная, проектно-конструкторская
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретная.

Базой практики является ведущая организация по проектированию и изготовлению современных изделий электронной техники АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (АО НИИЭТ) (г. Воронеж), что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроника. Базой производственной проектно-конструкторской практики может также выступать профильная кафедра физики полупроводников и микроэлектроники.

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики, проектно-конструкторской определяется исходя из предметной области и практических задач, поставленных перед студентами:

а) основная литература:

7. Бубенников А. Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и схем : [учебное пособие] / А. Н. Бубенников .— М. : Высш. шк., 1989 .— 319 с.Бубенников А.Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и интегральных схем / А.Н. Бубенников. - М.: Высш. шк., 1989. - 320 с.

8. Бубенников А.Н. Физико-технологическое проектирование биполярных элементов кремниевых БИС / А.Н. Бубенников, А.Д. Садовников. – М. : Радио и связь, 1991. – 288 с.

9. Казеннов Г. Г. Основы проектирования интегральных схем и систем /  Г. Г. Казеннов - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 295 с.

10. Королев М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 1. Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование / М.А. Королев, Т.Ю. Крупкина, М.А. Ревелева. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 397 с.

11. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов / И.П.Степаненко. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.

12. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. Часть 2. Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования / М.А. Королев [и др.]. – М. : Бином. Лаборатория знаний,  2009. –  422 с.

б) дополнительная литература:

7. Автоматизация проектирования БИС / Под ред. Г. Г. Казеннова .— М. : Высшая школа, 1990-. Кн. 1: Принципы и методология построения САПР БИС .— 1990 .— 139  c.

8. Автоматизация проектирования БИС / Под ред. Г. Г. Казеннова .— М. : Высшая школа, 1990-.Кн. 4: Топологическое проектирование нерегулярных БИС .— 1990 .—109 c.

9. Моделирование полевых полупроводниковых приборов в САПР ISE TCAD : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т; сост.: В.В. Асессоров, Г.В. Быкадорова, А.Ю. Ткачев .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2007 .— 27 с.

10. Основы работы в среде приборно-технологической САПР ISE TCAD : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : В.В. Асессоров [и др.] — Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006 .— 61 с.

11. Технология СБИС: В 2-х кн. / Под ред Зи С. -  М.: Мир, 1986. -  Кн.1. - 404 с.; Кн.2.- 416 с.

12. Чурилов А.Б. Введение в наноэлектронику / А.Б. Чурилов. – Ярославль: 2002. – 288с.

 в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

4. Официальный сайт компании Synopsys. – <http://synopsys.com/>.
5. Физика МДП приборов. Электронное пособие. - <http://sbis.karelia.ru/ ~ivash/MOPT_b/index.html>.

6. Computer Aids for VLSI Design. - <URL: http://www.rulabinsky.com/cavd/>.

Общая трудоемкость производственной  практики, проектно-конструкторской 6 з.е.; практика проводится на 1 курсе во 2 семестре в течение 2 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Промежуточная аттестация осуществляется  руководителем практики от кафедры физики полупроводников и микроэлектроники. 

В конце практики студент обязан оформить отчет (Приложения В, Г) и сдать его на проверку руководителю от кафедры. Объём отчета  10-20 страниц формата А4,   включая иллюстрации.  Руководитель составляет отзыв (Приложение Д) с оценкой работы студента.   Студент готовит доклад с презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин.

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики.

При оценке работы студентов во время прохождения учебной практики используются следующие критерии:

- уровень профессиональной подготовки;

- качество и своевременность  выполнения профессиональных задач по практике;

- содержание и качество оформления отчета;

- ответы на вопросы;

- характеристика работы студента руководителем практики.

Уровень профессионализма (профессиональные знания, умения, навыки и компетенции) оценивается по следующим показателям: умение формулировать цели  исследований; адекватное применение физико-математического аппарата для решения поставленных задач; адекватная рефлексия выполняемой научно-практической деятельности.

При прохождении производственной практики, проектно-конструкторской студент должен выполнять организационные и дисциплинарные требования:  посещение занятий и консультаций руководителя практики; полнота и своевременность реализации программы практики; своевременное представлении отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

На основании выступления студента и представленных документов с учетом критериев оценки итогов производственной проектно-конструкторской практики выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой): «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки работы студентов на производственной практике, проектно-конструкторской:

- оценка «отлично» выставляется при полном соответствии работы студентов всем вышеуказанным показателям. Соответствует  высокому (углублённому) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематически и в полном объёме;

- оценка «хорошо» выставляется в случае, если работа студента не соответствует одному из перечисленных показателей или в случае предоставления отчетной документации позже установленного срока. Компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фрагментарно и не в полном объеме;

- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если работа студента не полностью соответствует перечисленным выше показателям. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих ОПОП ;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия работы студента всем требуемым показателям, неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики.
Производственная практика, преддипломная

Производственная практика, преддипломная является завершающим этапом обучения магистров выпускного курса. Она направлена на  подготовку к видам деятельности, на которые направлена основная профессиональная образовательная программа по направлению 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура): научно-исследовательская и  проектно-конструкторская; обеспечивает завершение подготовки обучающимися выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Производственная практика, преддипломная направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области проектно-конструкторских разработок и производственно-технологической работы.   В ходе производственной  практики, преддипломной студенты совершенствуют профессиональные умения самостоятельного проведения проектно-конструкторских разработок по теме выпускной магистерской работы, решения конкретных исследовательских и научно-практических задач, а также приобретения опыта работы в трудовом коллективе.
Целью производственной преддипломной практики является: выполнение выпускной квалификационной работы; сбор материалов и подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); приобретение обучающимся опыта в исследовании актуальной научной проблемы при решении поставленной научно-практической задачи.
Задачами производственной преддипломной практики являются:

научно-исследовательская деятельность:

· подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по результатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные конференции и семинары;

· фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;

 проектно-конструкторская деятельность:

· анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников.
Базы производственной практики, преддипломной определяются руководителями практики (руководителями выпускных квалификационных работ). Базами преддипломной практики являются организации и предприятия различных форм собственности, научно-исследовательские организации,  профиль деятельности которых соответствует тематике проводимых студентом исследований. Базой производственной практики, преддипломной может также выступать профильная кафедра физики полупроводников и микроэлектроники.

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов индикаторов их достижения:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

· ИД-1УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта;

· ИД-2УК-2 Знает этапы разработки и реализации проекта;

· ИД-3УК-2 Знает методы разработки и управления проектами;

· ИД-4УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ;

· ИД-5УК-2 Умеет объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;

· ИД-6УК-2 Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

· ИД-7УК-2 Владеет  методиками разработки и управления проектом;

· ИД-8УК-2 Владеет  методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта;
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия:

· ИД-1УК-5 Знает основные закономерности исторического процесса, основные направления философии;

· ИД-2УК-5 Знает особенности межкультурного разнообразия общества;

· ИД-3УК-5 Знает правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия;

· ИД-4УК-5 Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества;

· ИД-5УК-5 Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

· ИД-6УК-5 Владеет методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора:

· ИД-2ОПК-1 Умеет использовать передовой отечественный и зарубежный опыт в профессиональной сфере деятельности;

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы:

· ИД-2ОПК-2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе методов математического моделирования;

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач:

· ИД-1ОПК-3 Знает принципы построения локальных и глобальных компьютерных сетей, основы Интернет-технологий, типовые процедуры применения проблемно-ориентированных прикладных программных средств в дисциплинах профессионального цикла и профессиональной сфере деятельности;

· ИД-3ОПК-3 Владеет методами математического моделирования приборов и технологических процессов с использованием современных информационных технологий.
ОПК-4 Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач:

· ИД-1ОПК-4 Знает методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы с использованием систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств;

· ИД-2ОПК-4 Умеет осуществлять выбор наиболее оптимальных прикладных программных пакетов для решения соответствующих задач научной и образовательной деятельности;

· ИД-3ОПК-4Владеет современными программными средствами (CAD) моделирования, оптимального проектирования и конструирования приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

ПКВо-2 Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения:
· ИД-1ПКВо-2  Знает принципы проведения анализа полноценности и эффективности экспериментальных исследований;
· ИД-2ПКВо-2 Умеет подготавливать научные публикации на основе результатов исследований;
· ИД-3ПКВо-2  Владеет навыками подготовки заявок на изобретения;
ПКВо-3 Способен анализировать состояние научно-технической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников:
· ИД-2ПКВо-3  Умеет анализировать литературные и патентные источники при разработке изделий микро- и наноэлектроники;
ПКВо-4 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями:
· ИД-1ПКВо-4  Знает нормативные требования к разработке проектно-конструкторской документации;

· ИД-2ПКВо-4  Умеет использовать стандарты и нормативные требования при разработке документации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной преддипломной практики определяется исходя из предметной области и практических задач, поставленных перед студентами:

а) основная литература:

1. Абдулаев Ш.-С.О. Система автоматизированного проектирования приборов микроэлектроники (САПР микроэлектроники) / Ш.-С.О. Абдулаев.— Махачкала : Наука ДНЦ, 2011 .— 228 с.

2. Авдулов А.Н. Парадигма современного научно-технического развития / А.Н. Авдулов, А.М. Кулькин.— Москва : ИНИОН РАН, 2011 .— 302 с.

3. Автоматизация управления и проектирования в электронной промышленности / Ю.К. Фортинский [и др.].— Воронеж : Воронежский государственный университет, 2008.—274 с.

4. Базовые лекции по электронике : (в 2 т.) : сборник / под общ. ред. В.М. Пролейко .— Москва : Техносфера, 2009 .— Т. 2: Твердотельная электроника. — 607 с.

5. Борисенко В.Е. Наноэлектроника : [учебное пособие для студ. вузов] / В. Е. Борисенко, А.И. Воробьева, Е.А. Уткина .— М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009 .— 223 с.

6. Головин Ю.И. Введение в нанотехнику / Ю.И. Головин .— М. : Машиностроение, 2007 .— 493 с.

7. Игнатов А.Н. Классическая электроника и наноэлектроника : учебное пособие для студ. вузов / А.Н. Игнатов, Н.Е. Фадеева, В.Л. Савиных .— М. : Флинта : Наука, 2009 .— 725 с.

8. Киселев Г.Л. Квантовая и оптическая электроника : учебное пособие / Г.Л. Киселев .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011 .— 313 с.

9. Марголин В.И. Физические основы микроэлектроники : учебник для студ. вузов / В.И. Марголин, В.А. Жабрев, В.А. Тупик .— М. : Академия, 2008 .— 398 с.

10. Мартинес-Дуарт  Дж.М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда ; пер. с англ. А. В. Хачояна под ред. Е. Б. Якимова .— М. : Техносфера, 2007 .— 367 с.

11. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые достижения - 2008 год : сборник / под ред. П.П. Мальцева .— М. : Техносфера, 2008 .— 430 с.

12. Нанотехнологии в электронике / под ред. Ю.А. Чаплыгин .— Москва : Техносфера, 2005. - Вып. 2 .— 2013 .— 686 с.

13. Наноэлектроника. — М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009 .— (Электроника. Прикладная электроника / под общ. ред. И.Б. Федорова) . Ч. 1: Введение в наноэлектронику / [К.А. Валиев и др.] ; под ред. А.А. Орликовского .— 2009 .— 719 с.

14. Основы научных исследований: теория и практика : учебное пособие для студ. вузов / В.А. Тихонов [и др.] .— М. : Гелиос АРВ, 2006 .— 349 с.

15. Парфенова Е.Л. Физические основы микро- и наноэлектроники : учебное пособие : [для студ. вузов] / Е.Л. Парфенова, Л.А. Терентьева, М.Г. Хусаинов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2012 .— 234 с.

16. Просолович В.С. Основы современных технологических процессов : курс лекций / В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский, Д.И. Бринкевич .— Минск : БГУ, 2011 .— 134 с.

17. Тенденции в развитии электроники и электронной промышленности : курс лекций / В.Б. Оджаев [и др.] .— Минск : БГУ, 2010 .— 262 с.

18. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / Л. Фостер .— М. : Техносфера, 2008 .— 349 с.

19. Щука А.А. Наноэлектроника : учебное пособие для студ. вузов / А.А. Щука ; МФТИ; под общ. ред. Ю.В. Гуляева .— М. : Физматкнига, 2007 .— 463 с.

б) дополнительная литература:
1. Англо-русский толковый словарь-минимум по физике полупроводников и наноэлектронике : для студентов, магистрантов и аспирантов физического факультета / сост.: Л.М. Блинкова, В.В. Петров .— Минск : БГУ, 2007 .— 65 c.

2. Ачкасов В.Н. Разработка и применение информационных технологий в электронной промышленности / В.Н. Ачкасов, И.Я. Львович, Ю.К. Фортинский. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 .— 281с.

3. Булярский С.В. Инновационные методы диагностики наноэлектронных элементов : учебно- методический комплекс / С.В.Булярский ; Ульян. гос. ун-т .— Ульяновск : УлГУ, 2006 .— 93 с.

4. Булярский С.В. Углеродные нанотрубки: технология, управление свойствами, применение / С.В. Булярский .— Ульяновск : ООО "Стрежень", 2011 .— 479 с.

5. Датта С. Квантовый транспорт от атома к транзистору = Quantum transport: atom to transistor / С. Датта ; пер. с англ. Д.В. Хомицкого ; под ред. В.Я. Демиховского .— М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2009 .— 531 с.

6. Драгунов В.П. Основы наноэлектроники : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Электроника и микроэлектроника",специальностям "Микроэлектроника и твердотельная электроника" и "Микросистемная техника" / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин .— М. : Физматкнига : Логос, 2006 .— 494 с.

7. Кожухар В.М. Основы научных исследований : учебное пособие / В.М. Кожухар .— М. : Дашков и Ко, 2010 .— 216 с.

8. Муромцев Д.Ю. Математическое обеспечение САПР : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014 .— 464 с.

9. Нанонаука и нанотехнологии : энциклопедия систем жизнеобеспечения / О.О. Аваделькарим, Ч. Бай , С.П. Капица .— М. : ЮНЕСКО : EOLSS : Магистр-Пресс, 2010 .— XXXII, 991 c.

10. Неволин В.  Зондовые нанотехнологии в электронике / В. Неволин .— М. : Техносфера, 2005 .— 147 с.

11.  Старосельский  В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. 210100 "Электроника и микроэлектроника" / В.И. Старосельский .— М. : Юрайт, 2011 .— 463 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

1. Электрические параметры нано-МОП транзисторов : учебное пособие для вузов : [для студ. 4 к. физ. фак. направлений: 210100 Электроника и наноэлектроника, 210600 Микроэлектроника и полупроводниковые приборы] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : Б.К. Петров, В.В. Воробьев .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012 .— 60 с. <URL:http://www.lib.vsu.ru /elib/texts/method/vsu/m12-21.pdf>.

2. Изучение углеродных нанотрубок методом сканирующей электронной микроскопии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 3 к. днев. отд-ния, для специальности: 010803  Микроэлектроника и полупроводниковые приборы; направления 210600  Нанотехнология] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Ю.В. Соколов, Л.А. Битюцкая , Е.Н. Бормонтов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010.
3. Проектирование электронных схем в пакете САПР MULTISIM 10.1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : [для студ. 3, 4 и 5 к. физ. фак. специальностей: 010803 - Микроэлектроника и полупроводниковые приборы; 210601 Нанотехнология в электронике; 210104  Микроэлектроника и твердотельная электроника]. Ч. 1. Основные операции моделирования и анализа электрических цепей / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : В.И. Клюкин, Ю.К. Николаенков, С.А. Быстрицкий .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012.
4. Проектирование электронных схем в пакете САПР MULTISIM 10.1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов : [для студ. 3, 4 и 5 к. физ. фак. специальностей: 010803  Микроэлектроника и полупроводниковые приборы; 210601  Нанотехнология в электронике; 210104  Микроэлектроника и твердотельная электроника]. Ч. 2. Моделирование цифровых устройств / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : В.И. Клюкин, Ю.К. Николаенков, С.А. Быстрицкий .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012 .— Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-221.pdf>.

5. Практикум по курсу "Проектирование и технология электронной компонентной базы" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : [для студ. 1 к. очной формы обучения физ. фак., ; для направления 210100  Электроника и наноэлектроника (профили подготовки Микроэлектроника и твердотельная электроника, Наноэлектроника] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. : Г.В. Быкадорова, А.Ю. Ткачев .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014.

6. Официальный сайт компании Synopsys. – <http://synopsys.com/>.

7. Физика МДП приборов. Электронное пособие. - <http://sbis.karelia.ru/ ~ivash/MOPT_b/index.html>.

8. Computer Aids for VLSI Design. - <URL: http://www.rulabinsky.com/cavd/>.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

	1
	http://www.lib.vsu.ru – Зональная научная библиотека ВГУ

	2
	http://www.moodle.vsu.ru

	3
	https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека

	4
	https://lanbook.com – ЭБС «Лань»

	5
	https://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

	6
	www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks»


Производственная практика, преддипломная проводится в последнем 4 семестре на выпускном 2 курсе. Продолжительность практики – 4 недели (216 часов, 6 зачетных единиц). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по итогам практики выставляется студентам руководителем практики от факультета.

С целью оценки результатов прохождения студентом производственной практики, преддипломной и его готовности к защите выпускной магистерской работы по окончании практики проводится предварительная защита выпускных магистерских работ в комиссиях, назначаемых руководителем производственной практики, преддипломной от факультета по согласованию с заведующим кафедрой. В комиссии входят руководители выпускных магистерских работ. Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по производственной практике, преддипломной  выставляется на основании следующих показателей:

1. Систематичность работы студента в период практики, степень ответственности в ходе выполнения всех видов деятельности научно-практической деятельности:

– своевременность предоставления руководителю промежуточных отчетов о проделанной работе: о проведении эмпирического (экспериментального) исследования, о выполнении математико-статистической обработки эмпирических данных, о проведении анализа результатов исследования;

– отсутствие срывов в установленных сроках реализации задания на выполнение выпускной магистерской работы.

2. Уровень профессионализма (профессиональные качества, знания, умения, навыки и компетенции), демонстрируемый студентом-практикантом:

– адекватность программы эмпирического исследования (в частности, методов его проведения и обработки полученных данных) выдвинутой гипотезе, поставленным задачам;

– адекватность и точность количественного и качественного оценивания; владение математическим аппаратом обработки данных, используя адекватные статистические критерии;

– степень глубины анализа и обсуждения результатов эмпирического исследования, сочетание методов количественного и качественного анализа результатов;

– грамотность предварительно сформулированных выводов;

– содержательность, структурированность, логичность и полнота отражения в подготовленном реферате итогов выполненного исследования.

3. Соблюдение организационных и дисциплинарных требований, предъявляемых к студенту-практиканту:

– посещение установочного и заключительного занятий;

– посещение студентом консультаций руководителя в ходе практики;

– полнота и своевременность реализации задания на выполнение выпускной магистерской работы;

– завершенность исследования (не менее чем на 80%);

– степень завершенности оформления текста выпускной магистерской работы не менее чем на 80%;

– своевременное предоставление отчетной документации в полном объеме (не позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления.

Критерии оценки работы студентов на производственной практике, преддипломной:

– оценка «отлично» выставляется при полном соответствии работы студента всем трем вышеуказанным показателям. Соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематически, в полном объеме. Данный уровень превосходит, по крайней мере, по одному из перечисленных выше показателей повышенный (продвинутый) уровень;

– оценка «хорошо» выставляется в случае, если работа студента в ходе практики не соответствует одному из перечисленных показателей или в случае предоставления отчетной документации позже установленного срока. Соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированности компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фрагментарно, не в полном объеме. Данный уровень превосходит, по крайней мере, по одному из перечисленных выше показателей пороговый (базовый) уровень;

– оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если работа студента в ходе практики не соответствует любым двум из перечисленных показателей. Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются ситуативно, частично. Данный уровень обязателен для всех осваивающих основную образовательную программу;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия работы студента всем трем показателям, его неорганизованности, безответственности и низкого качества работы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики, непрохождения предварительной защиты выпускной магистерской работы или невыполнения замечаний комиссии в установленные ею сроки.

Получение неудовлетворительной оценки по производственной практике, преддипломной  автоматически влечет за собой недопущение студента к государственной итоговой аттестации и отчисление из университета, поскольку эта практика является завершающим этапом обучения и непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.
4. Организация проведения практик
При прохождении учебных и производственных практик реализуется принцип преемственности, согласно которому студенты, прошедшие производственные практики на базовых предприятиях, могут там же пройти преддипломную практику при наличии соответствующих условий для выполнения выпускной квалификационной работы.

Учебная и производственная практики проводятся на кафедрах, научных лабораториях вуза, в сторонних организациях (предприятиях. НИИ, фирмах), представляющих электронную промышленность и связанных с разработкой, изготовлением или проектированием интегральных схем и электронных компонентов. В последнем случае оформляется Договор на проведение практик между ВГУ и организацией, где студенты проходят практику. Примерная форма Договора на проведение практик приведена в приложении А.
При определении мест учебной и производственной практик по письменным заявлениям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университет учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий  и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Для организации всех видов практик физический факультет:

- разрабатывает Положение о порядке проведения практик обучающихся в Воронежском государственном университете по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура);

- разрабатывает программы всех практик;

- разрабатывает формы отчетной документации;

- определяет базовые организации и заключает с ними договоры о проведении практик.
Руководители практик назначаются из числа преподавателей кафедры, имеющих ученую степень или практический опыт работы в области электроники и наноэлектроники, и утверждаются Ученым советом физического факультета. Руководитель практики непосредственно организует прохождение практики на рабочем месте, согласовывает тематику практики с руководителем практики от производства, обеспечивает заключение Договора на прохождение практики, доводит до студентов программу практики, форму и сроки отчетности по практике.
Со студентами, проходящими производственную практику в составе учебной группы (за исключением производственной преддипломной практики) непосредственно работают: 

- об базы практики: специалист, работающий в организации и назначенный приказом руководителя организации;

- от университета: групповой руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры.

Для студентов, выполняющих научно-исследовательскую работу и проходящих производственную преддипломную практику, предусмотрен индивидуальный руководитель от выпускающей кафедры физики полупроводников и микроэлектроники.
Руководители практик от факультета, групповые и индивидуальные руководители назначаются в соответствии с учебным планом направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроника.

Учебные поручения руководителям практик устанавливаются в соответствии с нормативами расчета учебных поручений, утвержденных ректором, и фиксируются в Индивидуальном плане преподавателя.

Приложение А
(обязательное)

Форма договора с предприятиями о прохождении практики

ДОГОВОР №____
об организации и проведении практики обучающихся

г. Воронеж 










    __.__ 2019

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого проректора – проректора             по учебной работе Чупандиной Елены Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 01.07.2016 г. №111, и _________________________________________________, именуемое    в дальнейшем «Организация»,  в лице ________________________________

_________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является организация и проведение ____________________________________________________________________________  
учебной/производственной

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования магистратуры «Интегральная электроника и наноэлектроника» направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».

1.2 Количество обучающихся, направляемых на практику, - _______ человек.

1.3. Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного плана в зависимости от формы обучения, указываются в приказе ректора при направлении обучающихся на практику.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Университет обязуется:

2.1.1. Разработать и согласовать с Организацией программу практики, содержание и планируемые результаты практики.

2.1.2. Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки, предусмотренные рабочим графиком (планом) проведения практики.

2.1.3. Не позднее чем за неделю до начала практики представить Организации копию приказа о направлении на практику.
2.1.4. Осуществлять руководство практикой.

2.1.5. Контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

2.1.6. Определять совместно с Организацией процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики.

2.1.7. Разрабатывать и согласовывать с Организацией формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.

2.1.8. Оказывать обучающимся необходимое содействие в подготовке характеристики и отчета о практике.

2.1.9. Обеспечить предварительную подготовку обучающихся, проводить контроль прохождения практики и оказывать методическую помощь руководителю практики от Организации.

2.1.10. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики правил внутреннего трудового распорядка Организации.

2.1.11. Принимать участие в работе комиссии Организации по расследованию несчастных случаев с обучающимися.

2.2. Университет имеет право:

2.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по местам для прохождения практики.

2.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий.

2.2.3. Оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики.

2.2.4. При непредставлении обучающемуся рабочего места и работ, отвечающих требованиям учебных программ направления подготовки, необеспечении условий безопасности труда, а также при использовании труда обучающегося на сторонних или подсобных работах отозвать обучающегося с места практики.

2.3. Организация обязуется:

2.3.1. Согласовать программу  практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику.

2.3.2. Предоставить рабочие места обучающимся, назначить руководителя практики, определить наставников.

2.3.3. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики,    а также оценке таких результатов.

2.3.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики.

2.3.5. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.

2.3.6. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

2.3.7. Обеспечить обучающихся необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и могут быть использованы при выполнении индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ.

2.3.8. Уведомлять Университет о нарушении обучающимися графика практики,    а также правил внутреннего трудового распорядка.

2.3.9. По окончании практики выдать каждому обучающемуся отзыв (характеристику) о его работе и качестве подготовленного им отчета о практике.

2.3.10. Предоставлять возможность повторного направления обучающегося на практику, если он не прошел практику по уважительным причинам.

2.3.11. Не допускать использования обучающихся Университета на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к направлению подготовки (специальности) обучающихся Университета. Не привлекать обучающихся     к выполнению тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда.

2.3.12. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут       с обучающимся Университета в период практики в Организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Организация имеет право:

2.4.1. Не допускать обучающегося к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения им правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора обучающимся или Университетом.

2.4.2. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные трудовые Договоры.

3. Ответственность сторон

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2 Ответственность за вред, который может наступить вследствие разглашения обучающимся конфиденциальной информации Организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся.

3.3. В случае установления факта умышленного нарушения обучающимся режима конфиденциальности Организация имеет право досрочно приостановить прохождение практики виновным лицом.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору будет связано с документально подтвержденными обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т.д. 

4. Изменение и прекращение действия Договора

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Стороны вправе по обоюдному согласию отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент с предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой Стороны.

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до   31.12.2019.
5.3. Если до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора, необходимости внесения в Договор изменений и/или дополнений, о необходимости заключения нового Договора на иных условиях, настоящий Договор считается продленным (пролонгированным) на неопределенный срок на прежних условиях.

5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон

	Университет

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

394018, г. Воронеж, 

Университетская пл., д. 1

ИНН 3666029505 КПП 366601001

ОГРН 1023601560510 ОКТМО 20701000

л/с 20316Х50290 в Управлении Федерального Казначейства по Воронежской области

Код ТОФК 3100

р/с 40501810920072000002

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ

БИК 042007001


	Организация 



	Первый проректор – 

проректор по учебной работе

_________________ Е.Е. Чупандина

М.П.
	Директор

 _____________________  

М.П.


Приложение Б
(обязательное)

Образец титульного листа индивидуального плана практики

Минобрнауки россии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Физический факультет 

Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники

Индивидуальный план

_________________________________________________ практики

вид практики
студентом ___ курса ____________________ формы обучения физического факультета

очной, очно-заочной
по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура)

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество студента 
в ___________________________________________________________________________ 

место и время прохождения практики
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  с __.__.20___  по __.__.20___  .

Руководитель от базы практики _________________________________________________

                             фамилия, имя, отчество

Руководитель от кафедры          _________________________________________________

                             фамилия, имя, отчество

Руководитель от факультета      _________________________________________________

                             фамилия, имя, отчество

План согласован:

__________________       ______________________                                             __.__.20___  

  подпись зав.кафедрой                  расшифровка подписи                                                                        дата

Воронеж 20__

Приложение В
(обязательное)

Форма отчета студента о прохождении практики

Отчет по практике состоит из:

- титульного листа (приложение Г);

- содержания;

- введения;

- основной части;

- заключения;

- списка литературы;

- приложений.

Во введении необходимо:

- определить актуальность выбранной темы (т.е. оценить значение проблемы с точки зрения современной науки и отметить значимость её исследования);

- сформулировать цель и задачи исследования;

- описать структуру работы.

В заключении формулируются выводы, даются практические рекомендации, намечаются перспективы исследования.

Список литературы содержит перечень изученной и упоминаемой в тексте отчета литературы по проблеме.

В приложениях приводится полный перечень примеров, образцов, таблиц, графиков, гистограмм, отражающих результаты исследований, исходные тексты разработанных программных продуктов.

Отчет отражает проделанную во время производственной проектно-конструкторской практики работу и должен содержать соответствующее виду практики число страниц машинописного текста формата А4. Объем текстовых материалов и количество приложений в отчете жестко не регламентируется. 

Шрифт Arial, размер шрифта 12 пунктов, межстрочный интервал полуторный. В заголовках таблиц, названиях рисунков допускается одинарный межстрочный интервал. Отступы (поля) сверху и снизу страницы по 20 мм,  справа 10 мм, слева 25 мм.

Заголовки отделяют от текста двумя интервалами. Название разделов (заголовки) печатают, не подчеркивая, прописными буквами без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. Таблицы подписываются сверху, а рисунки – снизу. Ссылки на таблицы, рисунки и приложения в тексте обязательны. Нумерация рисунков и таблиц сквозная (1, 2, 3 и т.д.) или по разделам (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Страницы нумеруют от титульного листа до последнего. Номер на титульном листе не проставляется. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в верхней части страниц по центру. Абзацный отступ автоматический (1,25 см). Текст выравнивается по ширине, а заголовки – по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Список использованной литературы включает перечень источников, в том числе научной и учебной литературы, периодических изданий, изданий на иностранных языках, адреса интернет-сайтов. В основном тексте отчета по практике и приложениях обязательны ссылки на все использованные источники. Список рекомендуемой литературы оформляется по ГОСТ 7.1. – 2003. Приложения  оформляются в форме схем, таблиц, рисунков, диаграмм и др. Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, рекомендуется  вынести в приложения.

Отчет должен быть сброшюрован. 

Приложение Г

(обязательное)

Образец титульного листа отчета по практике

Минобрнауки россии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Физический факультет 

Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники

Отчет

о прохождении _____________________________________________________ практики

вид практики
студентом ___ курса ____________________ формы обучения физического факультета

очной, очно-заочной
по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура)
____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество студента 
в ___________________________________________________________________________ 

место и время прохождения практики
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  с __.__.20___  по __.__.20___  .

Отчет проверен:

___________________    ________________________                                      __.__.20___  

 подпись руководителя           расшифровка подписи                                                                        дата

Воронеж 20__

Приложение Д
(обязательное)

Форма отзыва руководителя  практики от учебного заведения
Студент(ка) __________________________________________________________________ 

Ф.И.О.
с __.__.20___ по __.__.20___прошел(ла) производственную _________________________ _____________________________________________________________________практику 
наименование практики
в(на) _______________________________________________________________________

полное наименование организации
__________________________________________________________________________________________ .
В период практики студент(ка) выполнял(а) следующие обязанности:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________ .

За время прохождения практики __________________________________________________________

Ф.И.О.

показал(а) ____________________________________ уровень теоретической подготовки, _________________________________ умение применять и использовать полученные знания для решения поставленных перед ним (ней) практических задач.

В целом работа  __________________________________________________________________________

Ф.И.О.

заслуживает оценки _________________________________________________________ .
Руководитель практики   _______________
___________________                     __.__.20__
             



подпись             расшифровка подписи


дата
Приложение Е
(обязательное)

Форма отзыва руководителя от базы практики

Отзыв 

о прохождении _______________________________________________________ практики

наименование практики
студентом ___ курса ______________________ формы обучения физического факультета

очной, очно-заочной
по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (магистратура)

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество студента
1. Сроки практики. Краткая характеристика базы практики.

2. Направления профессиональной деятельности, освоенные студентом в период практики. Объем и содержание проведенной работы. Перечень конкретных видов деятельности, форм работы, занятий (с указанием их тематики), осуществленных студентом в период практики.

3. Общая характеристика деятельности студента: продемонстрированные в ходе практики профессиональные качества, знания, умения, навыки и компетенции. Отношение студента к решению профессиональных задач, степень его заинтересованности, активности, самостоятельности, ответственности, целенаправленности, систематичности работы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики.

4. Характеристика взаимодействия студента с другими участниками практики: умение устанавливать контакт, конструктивно решать возникающие противоречия, активность и профессионализм в анализе деятельности студентов подгруппы и др.

5. Возникшие трудности и недостатки в деятельности студента. Пути, способы, степень успешности их преодоления студентом во время практики.

6. Профессионализм и качество оформления отчетной документации. Своевременность ее представления для проверки руководителю от базы практики. 

7. Рекомендуемая оценка.

Руководитель базы практики                     ________
________________    __.__.20__

подпись

 расшифровка подписи

М.П.

Примечание. Для руководителей баз практик сторонних организаций необходимо заверить подпись

руководителя по основному месту работы.
